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非極性面 GaN はピエゾ電界による影響を抑制し，発光効率を向上させる手段として知ら

れている．その中でも{20-21}は緑色レーザの発振に初めて成功した面方位であり[1]，最近で

は面発光レーザの開発も行われている[2]．しかし，非極性面基板は基板面積が小さく高価で

ある．そこで，我々はサファイア加工基板(PSS)上に有機金属気相成長 (MOVPE)法とハイド

ライド気相成長 (HVPE)法により{20-21} GaN基板を作製する方法を研究している．この方

法は大口径な基板の作製が可能であり，低コストかつ生産性に優れている．我々は，これま

でに{20-21} GaNの PSS上の成長に成功してきたが，その基板の持つ性能の評価は不十分で

あった．本研究では HVPE 法により膜厚の異なる{20-21} GaN を作製し，XRD による歪の

解析と偏光 PL測定による偏光特性の解析をしたので報告する． 

Yale 大学により PSS 上に MOVPE 法によって作製された高品質{20-21} GaN テンプレー

ト[3]上に， HVPE法により膜厚の異なる GaNを作製した．まず，XRDより 12個の面方位

間隔を測定し，M. Frentrup が報告している近似式を用いることで各軸方向に対する歪の大

きさを解析した[4]．GaN 膜厚と各軸

方向における歪の大きさを Fig.1 に

示す．成長に伴い c軸方向について

は引張歪が生じ，面内 a軸方向につ

いては圧縮歪が生じていることが分

かる．次に，偏光 PL測定によって発

光ピークエネルギー差 ΔE と偏光度

を解析した． 偏光 PLスペクトルと

GaN膜厚とΔE，偏光度の関係をFig.2

に示す．ΔEと偏光度共に厚膜化に伴

い変化していることが分かる．当日

は歪と偏光特性の関係も考察し，報

告する． 
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Fig.1 Relationship between GaN thickness and 
lattice constant 

Fig.2 (a) PL spectra and (b)Relationship 
between GaN thickness and ΔE, polarization radio 
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